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Modélisation des caracteristiques statiques courant tension des structures métal - oxyde semiconducteur (mos) .
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Résumé :
Le courant qui traverse l'oxyde dans les structures MOS voit sa valeur augmenter avec laréduction de l'épaisseur de l'oxyde pour les composant sactuels .il peut affecter le fonctionnement des circuits et même causer la dégradation du composant . c'est pourquoi il est important de comprendre le  comportement de ce courant et les différents phénomènes physiques qui interviennent dans son apparition                                                                                                                                                l'objectif principal de ce travail est de modéliser la caractéristique courant -tension I(v) d'une strcuture MOS par la résolution d'un système d'équiation complexe trouvé dans la littérature .du point de vue scientifique , la compréhension des phénomènes mis en jeu dans la conduction électrique dans la structure MOS a été établie , l'ambition était de résoudre le système d'équations pour différentes épaisseures et d'apporter quelques corrections au système afin de tenir compte de certains phénomènes ( comme l'influence de zone de charge d'espace     




